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五、發明說明（1 ）

【發明所屬之技術領域】

本發明係特別關於一種使用於高頻開關用途之化合 

物半導體開關電路裝置，尤指使用於2.4GHz區域以上之 

化合物半導體開關電路裝置。

【習知技術】

在行動電話等移動用通訊機器設儀上，大多採用有 

1 GHz區域的微波，且天線開關電路或收發信號開關電路 

等亦多採用可轉換高頻信號之開關元件（譬如日本特開平 

9-181642號公報）。由於此類元件處理高頻，所以大多使 

用有鎵·砷（GaAs）之電場效應電晶體（以下稱「FET」）， 

使前述開關電路本身積體化的單片微波積體電路（MMIC） 

可持續地開發。

第6圖（A）係GaAs FET的剖視圖。在無摻雜的GaAs 

基板1的表面部分上換雜N型不純物並形成N形通道區 

2，然後配置與N型通道區2表面肖特基接觸的閘極3， 

且在閘極3二側配置與GaAs表面歐姆接觸的源極·汲極 

電極4,5。此電晶體利用閘極3的電位，在正下方的通道 

區2內形成耗盡層（depletion layer），俾控制源極電極4 

與汲極電極5間之通道電流。

第 6（B）圖係採用有 GaAs FET 且有 SPDT（Single Pole 

Double Throw）之稱的化合物半導體開關電路裝置的理論 

電路圖。

第1與第2FET1、FET2的源極電極（或汲極電極）連 

接於共同輸入端子IN，各FET1、FET2的閘極隔著電阻
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五、發明說明(2 )

R1，R2連接於第1與第2控制端子Ctl-1，Ctl-2，而各FET 

的汲極電極(或源極電極)則連接於第1與第2輸出端子 

OUT1，OUT2。對第1與第2控制端子Ctl-1, Cth2所施加 

的信號係互補信號，將施加Η位準信號的FET導通(on)， 

使施加於輸入端子IN的信號傳輸至任一輸出端子。電阻 

R1，R2為了防止高頻信號漏失與作為交流接地之控制端子 

Ctl-15 Ctl-2的直流電位相對，且隔著閘極而配置。

第7圖係化合物半導體開關電路裝置的等效電路圖。 

微波係以特性電阻50 Ω為基準，各端子的電阻係以 

R1二R2=R3 = 50Q表示。又，當各端子的電位為V1，V2，V3 

時，插入損耗(Insertion Loss)與隔離性(Isolation)便如下 

式所示。

Insertion Loss=201og(V2/Vl)[dB]

此乃由共同輸入端子IN將信號傳輸至第1輸出端子 

OUT1時的插入損耗，

Isoiation=201og(V3/Vl)[dB]

此乃由共同輸入端子IN將信號傳輸至第2輸出端子 

OUT2之間的隔離性。在化合物半導體開關電路裝置中，

講求儘可能降低上述插入損耗(Insertion Loss)而提昇隔離 

性(Isolation)，並串聯插入信號路徑的FET設計，係很重 

要。該FET之所以採用GaAs FET的原因，係GaAs較矽 

(Si)的電子移動度高，可降低電阻達低損耗化，且因為GaAs 

屬半絕緣性基板，所以適於信號路徑間的高隔離化。然而， 

GaAs基板相較於矽(Si)屬高單價者，若PIN二極體之等
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五、發明說明（3 ）

效者採用矽（Si）完成，則在成本競爭便會居於劣勢。

在化合物半導體開關電路裝置中，因為FET之通道

區2的電阻R係依下式表示’

RM Zen // S [ Ω ]

e:電子電荷量（1·6χ 1019C/cm3） 

η:電子載子濃度 

:電子移動度 

S:通道區截面積（cm2）

所以為求儘可能的減小電阻R，便將通道寬度儘可能 

的設計成較寬的方式，俾降低通道區截面積的插入損耗 

（Insertion Loss） °

如此，使依存於閘極3與通道區2所形成的肖特基 

接觸的電容成分增大，並由此造成高頻輸入信號漏失，使 

隔離性劣化。為避免此種現象，便設計分流場效電晶體 

（shunt FET），企圖改善隔離性。

第8圖係目前實用化之化合物半導體開關電路裝置 

之電路圖。在此電路中，在執行開關的FET1和FET2之 

輸出端子OUT1與0UT2之接地間連接分流FET3、FET4， 

並對分流FET3、FET4之閘極施加對FET1與FET2之控 

制端子Ctl-2、Ctl-1的互補信號。結果，當FET1導通（on） 

時，分流FET4便呈導通（on），而FET2與分流FET3便呈 

阻斷（off）。

在此電路，當共同輸入端子IN至輸出端子OUT1之 

信號路徑呈導通（on），而共同輸入端子IN至輸出端子
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五、發明說明（4 ）

OUT2之信號路徑呈阻斷（off）時，因為分流FET4呈導通 

（on），所以對第2輸出端子OUT2所漏失之^輸入信號便可 

透過接地的電容器C而逃散於接地，並提升隔離性。

第9圖係將化合物半導體開關電路裝置積體化之化 

合物半導體晶片之一例。

在GaAs基板上，將執行開關的FET1及FET2配置 

於左右中央部，將分流FET3及分流FET4配置在左右下 

角落附近，且各FET閘極上連接有電阻R1,R2,R3，R4。此 

外，設有對應於共同輸入端子IN、輸出端子OUT1，OUT2 ' 

控制端子Ctl-1、Ctl-2、及接地端子GND之銲墊於基板 

周圍。再者，分流FET3及分流FET4之源極電極係隔著 

用以連接於接地的電容器C而連接於接地端子GND。另 

外，虚線所示第2層配線係在各FET之閘極電極形成時 

所同時形成的閘極金屬層（Ti/Pt/Au），而實線所示第3層 

配線係執行各元件之連接與銲墊之形成的銲墊金屬層 

（Ti/Pt/Au）。在第1層基板上接觸於歐姆的歐姆金屬層 

（AuGe/Ni/Au）係形成各FET之源極電極、閑極電極及各 

電阻二端的取出電極者，在第9圖中，因為重疊於銲墊金 

屬層，所以未圖示。

第10（A）圖係第9圖之FET1的局部放大俯視圖。圖 

中，一點鍊線所包圍的長方形區域係形成於基板11的通 

道區12。由左側延伸之4根梳齒狀第3層銲墊金屬層30 

係連接於輸出端子OUT1的源極電極13（或汲極電極），在 

其下方則有第1層歐姆金屬層10所形成的汲極電極14（或

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
<

-
-
-
-
-
-
-

訂-
-
-
-
-
-

^
9
1

(

請
先
閱
讀
背
面
之
注

意
事
項
再
填
寫
本
頁)

本紙張尺度適用中國國家標準（CNS）A4規格（210 X 297公釐） 4 312558



1246771
A7

B7

經
濟
部
智
慧
財
產
局
員
工
消
費
合
作
社
印
製

五、發明說明(5 )

源極電極)。由右側延伸之4根梳齒狀第3層銲墊金屬層 

30係連接於共同輸入端子IN的源極電極15(或汲極電 

極)，在其下方則有第1層歐姆金屬層1 0所形成的汲極電 

極1 6(或源極電極)。此二電極呈咬合梳齒狀配置，在其中 

間將第2層閘金屬層20所形成的閘極電極1 7，呈梳齒狀 

配置在通道區12上。

第10(B)圖係FET之局部剖視圖。在基板11設置η 

型通道區1 2及其二側形成有源極區1 8與汲極區1 9的η + 

型高濃度區域，在通道區1 2設置閘極電極17，而在高濃 

度區域中則設有第1層歐姆金屬層1 0所形成的汲極電極 

1 4與源極電極16。接著，於其上方設置第3層銲墊金屬 

層30所形成的汲極電極1 3與源極電極15，以施行各元 

件的配線等。

此處重要者，如第10(B)圖所示，閘極長度Lg係源 

極區與汲極區間之通道區的某一閘極電極長度，通常設計 

成不產生單通道效應的0.5/zm。如第10(A)圖所示閘極寬 

度Wg’係指沿源極區與汲極區之通道區的某一閘極長度’ 

為了減少導通電阻，最好儘可能加長設計。

【發明欲解決之課題】

在上述化合物半導體開關電路裝置中，為了儘量減 

少插入損耗(Insertion Loss)，而採用可將閘寬度增大使 

FET的導通電阻(on-state resistance)降低的設計方法。具 

體而言，第9圖所示化合物半導體開關電路裝置中，採用 

PHS 1.9GHz之FET1與FET2之閘極寬度Wg(梳齒狀閘極
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五、發明說明(6 )

電極總合)係設計為1.4mm(1400 // m)，而分流用FET3及 

FET4之閘極寬度Wg則設計為0.4mm(400 // m)。另，閘 

極長度Lg為減少FET的導通電阻，而儘可能設計成較短 

的 0.5 /z m。

因為閘極寬度Wg變大，所以閘極電極使容量成分增 

加，並造成隔離性(Isolation)降低。為了提昇隔離性 

(Isolation) ’必須使在分流FET所漏失的電路輸入信號逃 

散至接地。

因此，目前的化合物半導體開關電路裝置中，晶片 

尺寸為1.07x 0.50mm2之極大者，與縮小晶片尺寸來降低 

成本之方向背道而馳。

而且，目前的化合物半導體開關電路裝置中，係為 

了可共用PDC 900MHz用或PHS 1.9GHz用而設計，然而 

在現狀上，射不使用分流FET而確保隔離性(Isolation)之 

設計卻不完備。因此，使成本增加，並使上述二頻率區域 

的化合物半導體開關電路裝置，朝替換為廉價矽晶片的方 

向前進，而造成喪失市場。

【課題解決之手段】

本發明係鑒於上述各缺失而開發者，其著重在使用 

2.4GHz以上的高頻區域省略FET以確保隔離性(Isolation) 

之設計，並藉由對目前之FET的導通電阻作兩方面考量 

之逆向思考模式來解決。

換句話說，一種化合物半導體開關電路係在通道層 

表面形成設有源極電極、閘極電極、及汲極電極之第1與
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五、發明說明（7 ）

第2FET，將兩FET的源極電極或汲極電極設為共同輸入 

端子，將兩FET的汲極電極或源極電極設為第1與第2 

翰出端子，然後將控制信號施加於兩FET的閘極電極，使任 

一方的FET導通，並由前述共同輸入端子與前述第1及第2 

輸出端子中之任一者形成信號路徑；其特徵在：將前述FET 

之閘極寬度設定在700 /z m以下，俾降低前述閘極電極的 

容量成分，而在前述兩信號通路間獲得予定的隔離性。 

【發明實施型態】

以下，參閱第1圖至第5圖對本發明實施型態進行 

詳細說明。

第1圖係本發明之化合物半導體開關電路裝置的電 

路圖。將第1 FET1、與第2 FET2的源極電極（或汲極電 

極）連接於共同輸入端子IN，各FET1及FET2的閘極電 

極分別隔著電阻Rl ' R2連接於第1與第2控制端子Ctl- 

1、Ctl-2，而FET1與FET2之汲極電極（或源極電極）連接 

於第1與第2輸出端子OUT1,OUT2。對第1與第2控制 

端子Ctl-1? Ctl-2所施加的信號係互補信號，施加Η位準 

信號側的FET呈導通（on）時，施加於輸入端子IN的信號 

會傳輸至其中任一輸出端子。電阻R1，R2相對於形成交 

流接地之控制端子Ctl-1，Ctl-2的直流電位，以隔著閘極 

電極防止高頻信號漏出為目的而配置。

雖然第1圖所示電路係與採用有第6（B）圖之GaAs 

FET，且有 SPDT（Single Pole Double Throw）之稱的化合 

物半導體開關電路裝置之理論電路為大致相同的電路結

7
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五、發明說明（8 ）

構，但最大不同處在於將FET1與FET2之閘極電極的閘 

極寬度Wg設計在700 /z m以下。與習知者相比，閘極寬 

度Wg設定較小，其表示將FET的導通電阻加大，且藉 

由將閘極電極的面積（Lgx Wg）縮小，使閘極電極與通道 

區間因肖特基接合的寄生電容減小故在電路動作上有著極 

大的差異。

第2圖係將本發明之化合物半導體開關電路裝置積 

體化之化合物半導體晶片之一例。

在GaAs基板上，將執行開關的FET1及FET2配置 

於中央部，且在各FET閘極電極上連接有電阻R1，R2。 

此外，在基板的周邊設置有與共同輸入端子IN、輸出端 

子OUT1，OUT2及控制端子Ctl-1、Ctl-2相對應之銲墊。 

另外，虛線所示第2層配線係在各FET之閘極電極形成 

時所同時形成的閘極金屬層（Ti/Pt/Au）20，而實線所示第 

3層配線係執行各元件之連接及銲墊之形成的銲墊金屬層 

（Ti/Pt/Au）30。在第1層基板與歐姆相接觸的歐姆金屬層 

（AuGe/Ni/Au）10係形成各FET之源極電極、閘極電極與 

各電阻二端的取出電極者，在第2圖中，因為重疊於銲墊 

金屬層，所以未圖示。

由第2圖可得知，構成元件係只有對應於FET1、 

FET2、電阻R1、R2、共同輸入端子IN、輸出端子 

OUT1，OUT2、控制端子Ctl-1、Ctl-2之銲墊，相較於第9 

圖所示習知之化合物半導體開關電路裝置，係由最小結構 

元件所構成。
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五、發明說明（9 ）

本發明之特徵點因為將FET1（FET2亦同）的閘極寬度 

設定為習知之一半以下的700 // m以下，所以可使FET1 

之大小為習知的一半。換句話說，第2圖所示FET1係形 

成於一點鍊線所包圍的長方形通道區12。由下端延伸之3 

根梳齒狀第3層銲墊金屬層30係連接於輸出端子OUT1 

的源極電極13（或汲極電極），而在其下方則係第1層歐姆 

金屬層1 0所形成的源極電極14（或汲極電極）。此外，由 

上側延伸之3根梳齒狀第3層銲墊金屬層30係連接於共 

同輸入端子IN的汲極電極15（或源極電極），而在其下方 

則係第1層歐姆金屬層10所形成的汲極電極14（或源極 

電極）。該二電極呈咬合梳齒配置，而在其中間將第2層 

閘金屬層20所形成的閘極電極1 7呈4根梳齒狀配置於通 

道區12上。另，由上側所延伸的正中間梳齒狀汲極電極 

13（或源極電極）係為FET1與FET2所共用，更有助於小 

型化。在此，將閘極寬度在700 /z m以下的涵義係指：各 

FET之梳齒狀閘極電極1 7之閘極寬度總和分別在700 /z m 

以下者。

由於FET1與FET2之剖面構造與第10圖（B）之習知 

構造相同，所以省略說明。

此結果得知，本發明之化合物半導體晶片的尺寸可 

縮小至0.37x 0.30mm2。其意味可將習知之化合物半導體 

晶片尺寸實際縮小20%。

其次，說明在2.4GHz以上高頻區域省略分流FET而 

確保隔離性（Isolation）之設計。
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五、發明說明(W )

第3圖係FET之閘極長度Lg為0.5 /z m時之閘極寬 

度Wg與插入損耗(Insertion Loss)間的關係示意圖。

在1GHz之輸入信號時，若閘極寬度Wg由1000 // m 

縮小到600 // m，貝ij自0.35dB到0.55dB會使0.2dB之插 

入損耗(Insertion Loss)劣化。但當2.4GHz之輸入信號時， 

若閉極寬度Wg由1000 /z m縮小至600 // m，貝1自0.60dB 

到0.65dB僅有0.05dB的插入損耗(Insertion Loss)。由此 

得知，1 GHz的輸入信號時，插入損耗(Insertion Loss)雖 

受到FET之導通電阻而產生極大的影響，但當2.4GHz之 

輸入信號時，插入損耗(Insertion Loss)便不太會受到FET 

之導通電阻的影響。

此理由係：相較於1GHz，2.4GHz之輸入信號更能形 

成高頻，所以FET的閘極電極比FET的導通電阻對所產 

生的電容成分影響較大。因此，在2.4GHz以上的高頻中， 

若是FET的導通電阻使容量成分對插入損耗(Insertion 

Loss)有較大影響，則最好著重於利用導通電阻減少容量 

成分之設計。即，必須採取與習知之設計完全相反的思考 

模式。

反之，第4圖係FET之閘極長度Lg在0.5/zm時，

閘極寬度Wg與隔離(Isolation)間的關係。

在1GHz的輸入信號時，若閉極寬度Wg由1000/z m 

縮小至600/z m，貝U自19.5dB到23.5Db會有4.0dB的隔 

離(Isolation)改善。同樣的，在2.4GHz的輸入信龍時， 

若閘極寬度Wg由1000 // m縮小至600/z m，則自14dB
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五、發明說明(11 )

到18dB會有4.0dB的隔離(Isolation)改善。即，可得知： 

隔離(Isolation)係按FET的導通電阻而獲得改善。

因此，如第3圖可得知，在2.4GHz以上的高頻區域 

與其考慮插入損耗(Insertion Loss)之些微惡化，不如優先 

設計第4圖之隔離(Isolation)，以縮小化合物半導體晶片 

之大小。亦即，2.4GHz之輸入信號時，若閘極寬度Wg 

在7 00 // m以下，可確保16.5dB以上的隔離性(Isolation)， 

且若閘極寬度Wg在600 /z m以下，則可確保18dB以上 

的隔離(Isolation)。

具體而言，第2圖所示實際型態的本發明化合物半 

導體開關電路裝置中，設計閘極長度Lg為0.5 /z m，閘極 

寬度Wg為600 /z m之FET1與FET2，以確保插入損耗 

(Insertion Loss)為 0.65dB，隔離(Isolation)為 18dB。其特 

性係：可在使用包含藍芽(Bluetooth)(以無線相互連接如 

行動電話、筆記型電腦、行動資訊終端、數位相機、及其 

他週邊機器，而提昇行動環境、商業環境的通信規格)之 

2.4GHz 區域 ISM Band(Industrial Scientific and Medical 

frequency band)的頻譜擴散通訊之應用領域作為通信開關 

而活用。

此外，本發明之化合物半導體開關電路裝置可改善 

數種電路特性。第1，表示對高頻輸入電力之開關反射的 

電壓駐波比 VSWR(Voltage Standing- Wave Ratio)便可達 

1.1至1.2。VSWR係在高頻傳送線路中之不連續部分所 

產生的反射波與入射波間所發生電壓駐波之最大值與最小

11
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五、發明說明(12 )

值的比，在理想狀態下，VSWR^l時的反射為0。在具有 

分流FET之習知化合物半導體開關電路裝置中， 

VSWR-1.4左右，在本發明中可大幅改善電壓駐波比。此 

理由係：在本發明之化合物半導體開關電路裝置中，於高 

頻傳輸線路僅有開關用的FET1與FET2，所以電路中便 

僅有極簡單且元件且極小尺寸的FET。

第2，表示相對於高頻輸入信號之輸出信號失真位準 

的線性特性，可30dBm作為PINldB。第5圖係輸出入電 

力之線性特性。在理想上輸出入電力比為1，但因為有插 

入損耗(Insertion Loss)，所以便減少其部份的電力輸出。 

當輸入電力變大時，因為輸出電力會失真，所以對輸入電 

力的輸出電力在線性區域之插入損耗(Insertion Loss)下降 

+ ldB之點以PINldB表示。具分流FET之化合物半導體 

開關電路裝置中，PINldB為26dB，但在無分流FET之本 

發明化合物半導體開關電路裝置中則為30dB，約可改善 

4dB以上。此理由係：在具有分流FET時，會受到呈非 

導通狀態之開關用與分流用FET之夾斷電壓影響的相乘 

影響，但反之，在無分流FET之本發明中，則只有受到 

非導通狀態之開關用FET的影響。

【發明之功效】

如上所詳述，本發明可獲得下述數項效果。

第1，著重在以2.4GHz以上的高頻區域節省FET而 

確保隔離性(Isolation)的設計，採用逆向思考模式對目前 

之FET導通電阻之低減作二方面的考量，並將開關用之
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五、發明說明(13 )

開關FET1與FET2之閘極寬度Wg設計在700 /z m以下。 

其結果可得：將開關用FET1與FET2的尺寸縮小，減少 

插入損耗(Insertion Loss)，並確保隔離(Isolation)等優點。

第2,在本發明之化合物半導體開關電路裝置中，因 

為可作省略分流FET之設計，所以構成元件只有對應於 

FET1、FET2、電阻R1、R2、共同輸入端子IN、輸出端 

子OUT1,OUT2、控制端子Ctl-1、Ctl-2之銲墊，與習知 

之化合物半導體開關電路裝置相比，具有可由最小構件構 

成之優點。

第3，因為形成上述最小構成元件，所以與習知之化 

合物半導體開關電路裝置半導體晶片尺寸相比，可縮小 

20%，並可大幅提昇與矽半導體晶片的價格競爭力。另，

因為晶片尺寸可縮小，與習知之小型包封體(MCP6大小 

2.1 mmX2,0mmX0.9mm)相比，可安裝成更小型的包封體 

(SMCP6 大小 1.6mmx 1.6mm><0.75mm)。

第4，插入損耗(Insertion Loss)即使在2.4GHz以上 

的高頻也不太會增加，所以使省略FET獲取隔離性 

(Isolation)之設計為可能。譬如，即便3GHz之輸入信號 

的閘極寬度為300 // m，在無分流FET下，亦可確保隔離 

性(isolation)。

第5,在本發明之化合物半導體開關電路裝置中，可 

使對高頻輸入電力之開關反射的電壓駐波比 

VSWR(Voltage Standing- Wave Ratio)為 1.1 至 1.2，並提 

供反射較少的開關。
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五、發明說明（14 ）

第6，在本發明之化合物半導體開關電路裝置中，可 

使對高頻輸入信號之輸出信號失真的線性特性PINldB提 

昇為30dBm，並大幅改善開關的線性特性。

【圖式簡單說明】

第1圖係本發明之電路圖。

第2圖係本發明之俯視圖。

第3圖係本發明之特性圖。

第4圖係本發明之特性圖。

第5圖係本發明之特性圖。

第6圖係習知例的（A）剖視圖、（B）電路圖。

第7圖係說明習知例的等效電路圖。

第8圖係說明習知例的電路圖。

第9圖係說明習知例的俯視圖。
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【圖

第10圖係習知例的（A）剖視圖、

示符號說明】

（B）電路圖。

1 GaAs基板 2 通道區

3 閘極電極 4 源極電極

5 汲極電極 10 歐姆金屬層

11 基板 12 通道區

13 汲極電極 14 汲極電極

15 源極電極 16 汲極電極

17 閘極電極 18 源極區

19 汲極區 20 閘極金屬層

30

Ctl - 2

銲墊金屬層

:第2控制端子

Ctl-1 第1控制端子

本紙張尺度適用中國國家標準（CNS）A4規格（210 X 297公釐）
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四、中文發明摘要（發明之名稱： 化合物半導體開關電路裝置 ）

一種化合物半導體開關電路裝置，為了儘可能降低 

插入損耗（Insertion Loss）而採取有增大閘極寬度Wg以降 

低FET導通電阻之設計方法。

該裝置係著重在2.4GHz以上的高頻區域省略分流場 

效電晶體（shunt FET）而確保隔離性（Isolation）之設計'並 

對於降低目前之場效電晶體（FET）的導通電阻作二方面的 

考量。亦即，其特徵具有二在化合物半導體開關電路裝置 

中，將開關用場效電晶體（FET）之閘極寬度設計在700 /z m 

以下，使閘極減少容量成分，然後在兩信號通路間獲得予 

定之隔離性（isolation）。

英文發明摘要（發明之名稱：
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六、申請專利範圍

1. 一種化合物半導體開關電路裝置，係在通道層表面上 

形成設有源極電極、閘極電極、及汲極電極之第1與 

第2 FET，將兩FET的源極電極或汲極電極設為共同 

輸入端子，兩FET的汲極電極或源極電極設為第1與 

第2輸出端子，然後控制信號施加於兩FET的閘極電 

極上並導通其中任一者FET，使前述共同輪入端子與 

前述第1及第2輸出端子中之任一者形成信號路徑， 

其特徵裝置係具備：

將前述FET之閘極電極寬度設定在700 // m以下， 

俾使前述閘極減少的容量成分，而在前述兩信號通路 

間獲得予定的隔離性。

2. 如申請專利範圍第1項之化合物半導體開關電路裝置， 

其中對前述共同輸入端子施加2.4GHz以上的輸入信 

號’並將前述FET之閘極電極寬度設定在600 /z m以 

下，且將前述隔離設在18/zm以上。

3. 如申請專利範圍第1項之化合物半導體開關電路裝置， 

其中半絕緣性基板係採用GaAs基板，並在其表面形 

成前述通道層。

4. 如申請專利範圍第1項之化合物半導體開關電路裝置， 

其中前述第1與第2FET係由：與前述通道層肖特基 

接觸的閘極電極；以及與前述通道層歐姆接觸的源極 

電極與汲極電極所構成。

*
-
-
-
-
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丨 
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-
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-
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